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１．概要（Summary） 

分子線エピタキシー（Molecular Beam Epitaxy；

MBE）における窒化物半導体結晶の高速成長のための

高密度ラジカル源（High-Density Radical Source；

HDRS）を開発し、特に高密度の窒素原子ラジカル供給

源として製品化した標準HDRSについては、既に多くの

出荷実績を有している。近年、上記HDRSの優位性を他

のプロセス（例えば、化学的気相成長；CVD）へ適用する

ことのニーズが高まっており、HDRSの課題として、MBE

向けプロセス（具体的には、0.1 Pa以下のガス圧力領域）

とは異なるプロセス条件への適応が必須である。 

そこで、標準 HDRSの特徴である高周波放電発生機

構を見直し、新しいコンセプトの高密度ラジカル源

（HDRS-B）の開発及び製品化のための評価を実施し

た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 真空紫外吸収分光計（原子状ラジ

カルモニター） 

【実験方法】 

新しく開発した高密度ラジカル源（HDRS-B; Fig.1参

照）をプラズマ計測装置化システムへ搭載し, 誘導結合

型放電プラズマ生成に対するプロセスガス圧力の影響を

含む、放電試験（ラジカル密度計測等）を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

標準HDRS及び新しいコンセプトのHDRS-Bにおける

Nラジカル密度の窒素流量依存性をFig.2に示す。 

標準HDRSに対し、HDRS-Bは高ガス圧力（又は、大流

量）のプロセスへの適用が可能であり、CVD等における

反応プロセスの高速化が実現される。 

 

Fig.1 Series of HDRS for CVD processes 

 

Fig.2 N radical densities as a function of N2 flow RF 

(13.56MHz) input power: 600W 
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